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1. はじめに 

 反応性ガスを導入し、金属ターゲットから化合物薄膜

を得る反応性スパッタプロセスでは、反応性ガス流量が

大きくなると金属ターゲット表面が化合物状態へ遷移す

る。この遷移は非線形的・雪崩的に生じ、かつヒステリ

シスを示す。本研究では、遷移点を放電電圧の変化から

調べ、昨年度は遷移点をO2流量vs電力プロットすると、

原点を通る直線上に乗るという普遍性を見出した[1]。 

2. 実験 

 ターゲットにV、反応性ガスにO2を用いてDC反応性

スパッタを行った。Ar 圧力は、Ar 流量を一定として排

気速度で調節する方法と、排気速度を一定としてAr流量

で調節する方法を行い、ヒステリシス幅の変化を調べた。 

3. 結果・考察 

 図 1(a)は、放電電力 100 Wで、Ar流量を一定として

排気速度で調節した場合のAr圧力依存性である。これよ

り、Ar圧力が増加（排気速度が減少）するとヒステリシ

ス幅が大きくなることがわかる。この現象はBergモデル

より説明される[2]。一方、排気速度を一定としてAr流量

で調節した場合は、Ar 圧力が増加（Ar 流量が増加）す

るとヒステリシス幅が小さくなることがわかった（図

1(b)）。当日は、Ar圧力依存性に加えて製膜結果について

も議論する予定である。 
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図 1. ヒステリシスのAr圧力依存性 （放電電力100 W） 


